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施設・装置等 

     

ナノハブ・クリーンルーム    試作した光チョッパ 

【主なプロセス装置】超高速 EB 描画装置、誘導結合プラズマ(ICP)

エッチング装置，ウエハ接合装置，犠牲層エッチング装置，ステルス

ダイシング装置 他 

     

超高速 EB 描画装置    ステルスダイシング装置 

【主な分析装置】マイクロシステムアナライザ（MEMS 変位計測装

置），真空プローバ，走査型プローブ顕微鏡，インピーダンスアナライ

ザ，半導体パラメータアナライザ 他 
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7. E-MAIL tutti@me.kyoto-u.ac.jp 

8. TEL 075-383-3691 

9. 特記事項 

京大ナノハブ拠点に設置されている超高速電子線描画装置，i線ステッ

パ，ICP-RIE，犠牲層ドライエッチング装置，ウエハ接合装置，ステ

ルスダイシング装置，各種 MEMS 評価機器などを活用して、シリコ

ンMEMSデバイスの作製，特に静電容量型デバイスの研究を推進。 

 


